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064 HELIO. Shay reboh, Paulo F. P. Fichtner (Laboratério de implantagéo I6nica e Centro de Microscopia Eletronica,
Instituto de fisica, UFRGS).

Atualmente o silicio e o material mais utilizado na fabricacdo de dispositivos de microeletronica devido a sua
performance e o grau de desenvolvimento alcangcado das tecnologias de producdo alcangados pela industria. Entdo materiais
compativeis com o Si como o Si-Ge, sdo alternativas para ampliar a performance das préximas geracGes de dispositivos de micro
e optoeletrdnica. O ponto central do presente projeto é o desenvolvimento de investigacao sistematica sobre a microestrutura e os
processos de relaxacdo estrutural de camadas de Si-Ge crescidas sobre substrato de silicio e suas aplicagdes no desenvolvimento
de heteroestruturas contendo pogos quénticos de Si. Estas camadas devem apresentar um alto grau de relaxacéo estrutural, uma
vez que durante o crescimento elas encontram-se deformadas pois crescem com um parametro de rede semelhante a da matriz de
Si. Este tipo de camada se denomina camada pseudomorfica. A obtencdo de camadas relaxadas se da através de tratamentos
térmicos em alta temperatura. Contudo, durante os tratamentos térmicos existe uma grande tendéncia de formacdo de
discordancias transpassantes (threading dislocations). Tais discordancias tem uma terminacdo na superficie que tende a ser
reproduzir em camadas a serem crescidas sobre a camada relaxada. Caso a densidade deste tipo de discordancia seja superior a 10
cm? o material ndo pode ser utilizado para a confeccdo de dispositivos. A estratégia de trabalho para o desenvolvimento de
camadas de Si-Ge relaxadas € a de promover um processo de aniquilagdo das discordancias transpassantes com a implantagao de
He para formar uma camada de bolhas logo abaixo da interface entre o filme de Si-Ge e o substrato de Si. A preparagdo de
amostras tipo sec¢do plana e secdo transversal foi a minha principal colaboragdo no desenvolvimento deste estudo. Trata-se de uma
atividade bastante delicada e especifica que sera apresentada detalnadamente. (PIBIC/CNPQ).
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